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　人工的に作られた物質や自然界に存在する物質の多くは電子の振る
舞いがその物性に大きく影響している。近未来の社会に多大な貢献を
果たすであろう化合物半導体を電子や光子のレベルまでミクロ化・量
子化すると、このことによって各種材料の高機能デバイス化への障害
となる諸問題について徐々に見えてくる。実際に各種の半導体を主と
した結晶を作製し、その微細構造、低次元構造、量子構造を形成する
ことによって各種新材料における電子や光子の振る舞いを制御する。
そして、新型素子への応用について検討をおこなう。 
　また、たとえば人体なども、ミクロな観点からするとさまざまな個
所で電子や光子の効果が発現しており、その電子材料としての理解が
今後の人間の社会生活を豊かにさせるためにも重要な課題であると考
えられる。たとえば、ガンに代表される腫瘍組織は正常組織とは異なっ
た電子や光子の振る舞いを示している。これらの振る舞いに注目する
と、各種腫瘍や病変が極めて早期に発見することが可能になると期待
される。
　このように、さまざまな「材料」における電子や光子の振る舞いを
理解して制御することを研究課題としている。
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　Many human-made and natural materials utilize electrons and photons, 
and the behaviors of photons and electrons are key issues to realize novel 
future device structures. The microscopic understanding of those materials to 
the extent of quantum physics, electron physics, and so on, would result in 
the contribution to future device concepts. We grow materials by MBE, and 
characterize its optical and electronic properties by various conventional and 
state-of-the-art techniques.
　Natural materials represented by the human body would use a lot of electron 
and photon interactions, too. The understanding of those behaviors would help 
diagnostics of early cancers. The room temperature photoluminescence (which 
is a conventional method to characterize semiconductor materials) of human 
body, for example, provides various useful information including early cancers.
　The research field covers various materials and their electronic and optical 
structures.
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